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１．概要（Summary）

IGZO，ダイヤモンド，Ga2O3 および Si を半導体基板に

用い金属絶縁膜半導体（MIS）型キャパシタおよび MIS
型電界効果トランジスタ（MISFET）を作成し，その特性を

測定した。また，液体有機半導体を用い素子を作成する

ための基礎検討を行った。ここでは，Ga2O3 を用いて得た

結果について報告する。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

アトミックレイヤデポジション(ALD)装置，イオンビーム

スパッタ装置，3 連電気炉，低電圧・低電流測定装置。

【実験方法】

-Ga2O3 基板（実効ドナー濃度 1.4×1017cm-3）に対し

て，有機洗浄，ピラニア洗浄，希塩酸洗浄を行った後，

H2O を酸化剤に用いた原子層堆積法（ALD）にて Al2O3

膜を形成した（450℃，33nm）。ついで，金属マスクを用

い Al を抵抗加熱蒸着することによりゲート電極を形成した

後，裏面に対してイオンビームエッチング・Ti/Au 蒸着を

順次行い，MIS 型キャパシタを作成した。光照射には，重

水素・ハロゲン光源に200nmロングパスフィルターを装着

したものを用いた。光エネルギーは最大 6.2eV であり

Ga2O3 の禁制帯幅 4.9eV より大きい。

３．結果と考察（Results and Discussion）

３．１ 本検討の背景

Si・SiC 以外の半導体を用いた MISFET のゲート絶縁

膜には ALD-Al2O3 膜が有望であるが 1)，その実用化に

向け半導体基板との間に生ずる界面準位を低減する必

要がある。本研究にて対象とする半導体は Si を除き、禁

制帯幅が大きいために，従来の容量電圧（C–V）法 2)では

バンド端付近の浅い界面準位しか検出することができない

3)。これを解決すべく光支援 C–V（PACV）法 3-5)が開発さ

れたが，解析精度に難があった。今回，同問題を解消す

ることのできる測定法を開発した。

３．２ 本研究の PACV 法による結果

従来は光照射を止め時間を置いて C–V 特性を測定して

いた（Fig. 1 の Lighting A）ので，界面準位を少なめに見

積もっていた。これを防ぐため，本研究では C–V 測定の

際にも光を継続して照射した（Lighting B）。このようにし

て測定した C–V 特性（Fig. 2 中塗の丸印）の非照射特性

（Fig. 2 中白の丸印）からのシフト量⊿VG を元に



により界面準位の面密度 Nuncor を求めた（Fig. 3 中白の

丸印）。ただし、同非照射特性も理想特性（Fig. 2 の実線）

からシフトしており，その量⊿VPACV を加えて求めたものが

禁制帯内における界面準位の総量 Nitとなる（Fig. 3中塗

の丸印）。同 Nuncor および Nit は-8V 以下（絶対値 8V
以上）の Vdep に対してほぼ同じ値をとり、正確な測定の

できていることが分かる。このように Vdep に適正な範囲の

あることが本研究により初めて明らかとなった。
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